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Beschrelbung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein strahlungsempfindliches, p<1sitiv-arbeitencles Gemisch, das im 
wesentlichen aus mindestens einem wasserunl6slichen, in wABrigalkalischen LOsungen 16slichen No­
volak- oder Polyvinylphenolharz als Bindemittel, mindestens einem o-Chinondiazid als lichtempfincllicher 
Verbinclung und einem Propylenglykolalkyletheracetat enthaltenden LOsemlttel bestehl Die Erfindung 
betrifft auch ein hieraus hergestelltes Photoresistmaterial. 

Die Herstellung von positiv-arbeitenden PhotoresistansAtzen ist bekannt und wird zum Beispiel In US­
A 3,666,473, US-A 4,115,128 und US-A 4,173,470 beschrieben. Dabel handelt es sich um alkalil6sliche 
Phenolformaldehyd-Novolakharze in Verbindung mit lichtempfindlichen Stoffen, gew6hnlich substituier­
ten Naphthochinondiazidverbindungen. Die Harte und lichtempfindlichen Stoffa werden in einem organi­
schen LOsemittel oder LOsemittelgemisch gel6st und els dOnne Schlcht bzw. Beschichtung auf einen fOr 
den vorgesehenen Verwendungszweck geeigneten Schlchttrlger aufgebracht. 

Die Novolakharzkomponente dieser PhotoresistansAtze 1st in wABrlg-alkalischen LOsungen 16slich, 
wobei aber die lichtempfindliche Naphthochinonverbindung als Inhibitor auf das Harz wirkt. Wenn je­
doch bestimmte Bereiche des beschichteten Trlgers mit aktinischer Strahlung belichtet werden, erflhrt 
die lichtempfindliche Verblndung eine durch die Bestrahlung induzierte strukturelle Umwandlung, und die 
belichteten Bereiche der B.tschichtung warden 16slicher els die unbelichteten. Durch dlesen LOslich­
keltsunterschled IOsen sich die belichteten Bereiche der Photoresistschicht beim Eintauchen des 
SchichttrAgers in eine alkalische Entwicklerl6sung, wihrend die unbelichteten Bereiche weitgehend un­
beeintrlchtlgt bleiben, so daB auf dem Trlger ein positives Reliefbild entsteht. 

In den meiste" Ft1•en wird der entwickelte SchlchttrAger mit einer Atzl6sung oder Gasplasma behan­
delt. Oabel schOtzt die Photoresistschlcht die beschichteten Berelche des Trlgers vor dem Atzmlttel, so 
daB dieses nur die freigelegten Bereiche Atzen kann. Oas sind bel elnem J)\>Sitiv arbeitenden Resist die 
mlt aktlnlscher Strahlung belichteten Bereiche. Es kann also auf dem Schichttrlger ein Atzmuster ent­
sprechend dem Bild der Maske, Schablone usw. erzeugt werden, die vor dem Entwickeln zur Herstel­
lung bestlmmter Belichtungsmuster auf dem beschichteten TrAger verwendet wurde. 

Das nach dem oben beschriebenen Verfahren hergestellte Reliefbild aus Photoresist auf dem 
SchlchttrAger eignet sich fOr verschiedene Anwendungszwecke, zum Beispiel als Maske oder Bild, bei­
spielswelse bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen in der Mikroe•~tronik. 

For die produktionstechnische Nutzung· eines Photoresists wichtlge Elgenschaften slnd die folgen­
den: Uchtempfindlichkeit, Entwlcklungskontrast, Bildaufl6sung und Haftung des Resists auf dem 
SchichttrAger. 

Eine erhOhte Lichtempfindlichkeit ist wichtig fOr einen Photoreslst, lnsbesondere wenn er tor Anwen­
dungun elngesetzt wird, bei denen mehrere Belichtungen erforderlich sind, z.B. bei der Erzeugung von 
Mehrfachbildem durch ein Wiederholungsverfahren oder in FAiien, In denen Licht mit abgeschwlchter 
lntensltAt verwendet wird, z.B. in der Projektionsbelichtungstechnlk, bel der das Licht elne Reihe von 
Objektiven und monochromatischen Rltem durchlAuft. Eine erh6hte Uchtempfioolichkeit ist also ganz 
besonders wichtig tor ein Resistgemisch, das in Verfahren eingesetzt wird, bei denen Mehrfachbelich­
tungen durchgefOhrt werden mOssen, um eine Maske oder eine Serie von Schaltbildem auf einem TrA­
ger zu erzeugen. Optlmale Bedingungen ergeben sich durch elne gleichbleibende Entwicklungstempera­
tur und -zeit bei einer bestimmten Entwicklungsart sowie durch ein Entwlcklersystem, das so ausgewlhlt 
ist, daB eln vollstAndiges Ausentwickeln der belichteten Resistberelche erreicht und gleichzeltig der 
Dickenverlust der unbelichteten Resistbereiche bei h6chstens etwa 1 O % der anfAnglichen Dicke gehal­
ten wird. 

Unter Entwicklungskontrast 1st der Unterschied zwischen dem Prozentanteil des Schichtverlusts in 
den belichteten Bereiehen nach dam. Entwickeln und dem Prozentanteil des Schichtverlusts in den unbe­
lichteten Bereichen zu verStehen. Normelerweise wird ein reslstbeschlchteter TrAger nach dem Belich­
ten so lange entwickelt, bis de Schicht slch In den belichtetenen Bereichen im- wesentlichen vollstAndig 
abgelOst hal Der Entwicklungskontrast kann daher dadurch bestlmmt werden, daB nach dem vollstAndi· 
gen AblOsen der belichteten Schlchtbereiche einfach der Prozentanteil des Schichtverlusts in den unbe­
lichteten Bereichen gemessen wlrd. 

Unter BildauflOsung des Resists versteht man die Flhlgkelt elnes Resistsystems zur Wiedergabe der 
kleinsten, Im gleichen Abs1and vonelnander angeordneten Unlenpaare und der zugehOrlgen ZWlschen­
rAume elner tor die Belichtung verwendeten Maske, mit einem hohen Grad an Flankenstellheit des Bildes 
in den ausentwickelten belichteten ZwischenrAumen. 

For · viele technische Anwendungen, insbesondere fOr die Herstellung von Halbleiterbau.elementen in 
der Mikroelektronik, muB eln Photoresist einen hohen AuflOsungsgrad aufweisen. wenn er sehr kleine 
Linien- und Zwischenraumbrelten (in der Gr6Benordnung von 1 µm) wiedergeben soil. · 

Die FAhigkeit eines Resists zur Wiedergabe sehr kleiner Abmessungen in der GrOBenordnung von 1 
µm und darunter ist bei der Herstellung von VLSl-Schaltungen auf Siliziuinchips und Ahnlichen Kompo­
nenten von grOBter Bedeutung. Die Schaltungsdichte auf einem solchen Chip kann nur durch eine Stei­
gerung des AuflOsungsvermOgens des Resists - vorausgesetzt, es wird mit i:·~otolithographischen Ver~ 
fahren gearbeitet - erhOht werden. Obwohl negativ arbeitende Photoresists, bei denen. die bellchteten · 
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Berelche der Resistschicht im Entwickler unl6slich sind und die unbelichtettn Bereiche vom Entwickler 
• abgel6st werden, In der Halbleiterindustrie in gro8em Umfang tor diesen ZWeck verwendet werden, ha­
ben doch die positiv-arbeitenden Photoresists von ihrer Natur her eine hOhere BildauflOsung und wer­
den als Ersatz tor die negativ-arbeitenden Resists eingesetzt. 

Beim Einsatz von herkOmmlichen positiv-arbeitenden Photoresists fOr die Herstellung von Halbleiter­
bauelemtmten in der Mikroelektronik besteht die Schwierigkeit, daB die positiv-arbeitenden Resists im 
allgemelnen elne geringere Lichtempfindlichkelt haben als die negativ-arbeitenden Resists. 

In der Vergangenheit wurden bereits verschiedene Versuche untemommen, um die Uchtempfindlich­
kelt positlv-arbelten-<4er Photoresistgemische zu verbessem. In US-A 3,666,473 wlrd zum Beispiel ein 
Gemisch aus zwei Phenolformaldehyd-Novolaken zusammen mlt einer Oblichen Hchtempfindlichen Ver­
bindung verwendet, wobei diese Novolakharze durch ihre LOsungsgeschwindigkeit in alkalischen LOsun­
gen elnes bestimmten pH-Werts und durch ihren TrObungspunkt definiert sind. 

In US-A 4, 115, 128 wird zur Steigerung der Uchtempfindlichkeit dem Phenolharz und dem als lichtemp­
findliche Verbindung verwendeten Naphthochinondiazicl eine dritte Komponente, nAmlich ein zyklisches 
Anhydrid einer organischen SAure, hinzugefOgt. 

Es 1st auch bekannt Photoresistgemische einzusetzen, die Propylenglykolalkyletheraoetat enthalten 
(US-A- 4,550,069). Ferner ist bekannt (OE-A- 3 421 160) in entsprechenden Gemischen Mono-(C,-C4)­
alkylglykolether von 1,2-Propandiol einzusetzen. Diese Komponenten wirken als LOsemittel tor das Bin­
demittel und die lichtempfindliche Verbindung und sie erleichtem so das Aufbringen des Resists auf den 
SchichttrAger. Die bekannten Verbindungen. besitzen eine geringe ToxizitAt gegenOber denen, die Obli­
cherweise Verwendung finden. Es hat sich jedoch gezeigt, daB die bekannten, als LOsemittel eingesetz­
ten Verbindungen spezielle GeruchsbelAstigungen mit sich bringen. 

Das Dokument EP .. A C' 195 315 gehOrt zum Stand der Technik gemAB Artikel 54 (3) EPa. Es beschrelbt 
ein Gemisch ohne spezjelle Angaben Ober das VerhAltnis der LOsungsmittel in einem MischungsverhAlt-
nis zwlschen 10:1und1:10. . . 

Es war Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein strahlungsempfindliches, positiv-arbeltendes Ge­
misch zu schaffen, das eine geringere GeruchsbelAstigung tor das Bedienungspersonal aufweist als 
herkOmmliche Gemische und dabei in bezug auf die Lichtempfindlichkeit, Erosionsrate des Resists, Plas­
maAtzrate und den Entwicklungskontrast unverAnderte oder gar verbesserte Eigenschaften besitzen. 

Die LOsung dieser Aufgabe geht von einem strahlungsempfindlichen, positiv-arbeitenden Gemlsch 
der elngangs genannten Art aus und sie ist dadurch gekennzeichnet, daB Jas LOSemittel ein Gemisch 
aus Propylenglykol-(C,-C.,)-alkyletheraoetat und Propylenglykol-(C,-C4)-alkylether enthAlt Oder dar­
aus besteht. In bftvorzugter AusfOhrungsform ist ein LOsemittel vorhanden, das ein Gemisch aus Propy­
lenglykolmethyletheraoetat und Propylenglykolmethylether enthAlt Oder daraus bestehl Das Gemisch 1st 
lnsbesondere in einer Menge von etwa 5 bis 100 Gewichtsprozent, bezogen auf das LOsemittel, vorhan­
den. 

Oberraschenderweise wurde gefunden, daB ein derartiger verbesserter Resist hergestellt warden 
kann, lndem das Novolak· oder Polyvinylphenolharz als Bindemittel und das o-Chinondiazid als lichtemp­
findliche Verbindung mit einem LOsemittelgemisch aus einer Propylenglykoletheraoetat- und einer Propy­
lenglykolalyklether-Komponente gemischt werden. 

Uchtempfindliche Gemische, in denen nur eine der beiden erfindungsgemlBen Komponenten Propy­
lenglykolalkyletheraoetat oder Propylenglykolalkylether enthalten ist, weisen folgenden Nachteil auf: 
Der Elnsatz von Propylenglykolmethyletheraoetat (PGMEA) bringt etwa fQr die Hilfte des mlt dieser 
Substanz in BerOhrung komrnenden Personenkreises eine AuBerst unangenehme GeruchsbelAstigung 
mit sich, wobel Oberwiegend Frauen Ober Beschwerden klagen. Auch die Verwendung von Propylengly­
kolmethylether (PGME) bedeutet tor etwa die HAlfte des mit dieser Substanz hantierenden Personen­
kreises eine starke GeruchsbelAstigung, wobei sich in diesem Fall Oberwiegend Minner beklagen. Dabei 
ist es jedoch so, daB diejenigen, die den Geruch von PGMEA Oberaus IAstig finden, PGME als ange­
nehm oder wenigstens nicht st6rend riechend empfinden und umgekehrt. Wenn nun Gemische dieser L6-
semittel, also von PGMEA und PGME, in elnem MischungsverhAltnis von 1 : 1 eingesetzt warden, klagt 
keine der betroffenen Personengruppen Ober nennenswerte Beschwerden. Daher k6nnen Photore­
slsts, fOr deren Herstellung Gemische von PGMEI\ und PGME verwendet wurden, als eine Klasse von 
Photoreslsts mlt verminderter Geruchsbellstigung bezeichnet warden. 

Die Herstellung von Gemisch und Material erfolgt in der Weise, daB zunAchst ein Gemisch aus minde­
stens elnem Harz aus der Gruppe der Novolake und Polyvinylphenole und mindestens einer lichtemp­
findlichen o-Chinondiazidverbindul'.'g in einem Propylenglykolalkylether und Propylenglykolalkylether-· 
aoetat enthaltenden LOsemittelgemisch gebildet wird, das Gemisch auf einen geeigneten SchichttrAger 
aufgetragen und getrocknet wird, so daB man eine im wesentlichen unklebrige Schicht mit einem RestlOse­
mittelanteil von 1 bis 30 %, bezogen auf das Trockenschichtgewicht, erhllt. Die erhaltene Schicht wird 
mittels geeigneter aktinischer Strahlung bildmABig belichtet und entwickelt, wodurch die belichteten Stel­
len mit einem wABrig-alkalischen Entwickler entfemt werden. 

Die erfindungsgemiBen Photoresistgemische weisen nicht nur eine ausgezeichnete Uchtempfindlich­
keit im Vergleich mit bekannten positiv-arbeitenden Photoresists auf, sondem zeichnen sich auch durch 
einen hohen BildauflOsungsgrad, einen guten Entwicklungskontrast urid gute haftungseigenschaften 
aus. Mlt diesen Eigenschaften unterscheiden sie sich deutlich von einigen bekannten Resists, di~ zwar 
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eine ml.Big gesteigerte Uchtempfindlichkeh besitzen, wobei diese V~~sserung allerdings auf Kosten 
von Aufl6sungsverm6gen und Kontrast erzielt wird. AuBerdem riecht dis erfindungsgeml.Be Gemisch 
besser als bekannte Photoresistgemische und ist weniger toxisch, d.h. umweltfreundlicher in seiner An­
wendung. 

Die Produktion von Novolakharzen, die tor die Herstellung von lichtempfindlichen Gemischen ver­
wendet werden kOnnen, ist bekannl Ein Verfahren zur Herstellung dieser Novolake ist in •chemistry 
and Application of Phenolic Resins• (Chemie und Anwendung von Phenolharzen), von A. Knop und W. 
Scheib, Springer Verlag, New York, 1979, Kapitel 4, beschrieben. Polyvinylphenole sind beisplelsweise 
in US-A 3,869,2~2 und US-A 4,439,516 beschrieben. Dem Fachmann ist auch die Verwendung von o­
Chinondiaziden bekannt, wie in •ught SensitVe Systems• von J. Kosar, John Wiiey & Sons, New York, 
1965, Kapitel 7.4, beschrieben. Diese lichtempfindlichen Verbindungen, die einen Besta'ldteil innerhalb 
der vorliegenden Erfindung bilden, gehl>ren zur Gruppe der substituierten lichtempfindlichen Naph­
thochinondiazide, wie sie Oblicherweise in posltiv-arbeitenden. PhotoreslstansAtzen verwendet werden. 
Solche Lichtempfindlichkeit verleihenden Verbindungen sind zum Beispiel aus US-A 2, 797 ,213, US-A 
3,106,465, US-A 3,148,983, US-A 3,130,047, US-A 3,201,329, US-A 3,785,825 und US-A 3,802,885 be­
kannt. Geelgnete llchtempflndliche Verbindungen sind zum Belspiel mit phenollschen Verbindungen, wie 
Hydroxybenzophenonen, kondensiertes 1,2-Naphthochinondiazid-(2)-5-sulfonylchlorid und 1,2-Naph­
thochinondiazid-(2)-4-sulfonylchlorid. 

In bevorzugter Austohrung llegt der Gehalt an festen Bestandteilen des Photoresistgemischs, d.h. 
an Bindemlttel und Diazld, vorzugsweise bei etwa 15 bis 99 Gewichtsprozent an Bindemhtel und etwa 1 bis 
85 Gewichtsprozent an o-Chinondiazid. lnsbesondere ist das Bindemittel In einem Antell von etwa 50 bis 
90 Gewichtsprozent, und ganz besonders bevorzugt etwa 65 bis 85 Gewichtsprozent, bezogen auf das 
.Gewicht der fes1en Jestandtelle des Photoresists, in dem Gemisch enthalten. Der Anteil an Diazid liegt 
insbesondere bei etwa 10 bis 50 Gewichtsprozent und ganz besonders bevorzugt bel etwa 15 bis 35 Ge­
wichtsprozent, bezogen auf das Gewlcht der fasten Bestandteile des Photoresistgemischs. Zur Herstel­
lung des Photoresistsgemisches warden das Blndemhtel und das Diazid so mlt einem L6semittelgemisch 
aus Propylenglykolalkylether und Propylenglykolalkyletheracetat gemlscht, daB das L6semittelgemisch 
in einem Anteil von etwa 40 bis 90 Gewichtsprozent, vorzugswelse von etwa 60 bis 83 Gewichtsprozent, 
und insbesondere von etwa 65 bis 70 Gewichtsprozent, jewells bezogen auf das Gewicht des gesamten 
Resistgemischs, vorhanden ist. Oabei kann das GewichtsverhAltnis von PGMEA zu PGME in Abhin­
gigkelt von den jeweiligen anwendungstechnlschen Erfordemlssen In vveiten Grenzen variiert werden. 
Beispielsweise kann das Verhlltnls zwischen 1 :20 und 20:1 betragen. Bevorzugt betrigt das Mischungs­
verhlltnis von PGMEA zu PGME zwischen 10:1 und 1 :10, insbesondere zwischen 6:4 und 4:6. Ganz be­
sonders bevorzugt ist ein Mischungsverhl.ltnls von etwa 1 :1 Gewichtsteilen. Der Lasung aus Bindemit­
tel, llchtempfindlicher Verblndung und L6semittelgemisch kOnnen vor dem Aufbringen auf einen 
Schichttriger noch Zusitze, wie z.B. Farbmhtel, Farbstoffe, Verlaufmittel, Weichmacher, Haftvermitt­
ler, Entwicklungsbeschleuniger, weitere L6semittel und Tenside, z.B. nicht-lonische Tenside, zugegeben 
warden. . 

Farbstoffe, die als Zusitze tor die erflndungsgemABen Photoresistgemische verwendet werden k6n­
nen, sind zum Beispiel Methylviolett 28 (C.I. 42 535), KristalMolett (C.I. 42 555), MalachitgrOn (C.I. 42 
000), Victoriablau B (C.I. 44 045) und Neutralrot (C.I. 50 040). Diese Farbstoffe werden in einer Men­
ge von 1 bis 1 o Gewichtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewicht von Bindemittel und lichtempfindlicher 
Verbindung, zugesetzt. Die FarbstoffzusAtze verringem die RQckstreuung von Licht vom Schlchttrl.­
ger und tragen so zu einer verbesserten Bildaufl6sung bei. 

Verlaufmhtel k6nnen in elner Menge bis zu 5 Gewichtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewicht von 
Bindemittel und lichtempfindlicher Verbindung, eingesetzt werden. 

Geeignete Weichmacher sind zum Beispiel PhosphorsAuretri-(JH:hlorethyl)-ester, StearinsAure, Di­
campher, Polypropylen, Acetalharze, Phenoxyharze und Alkydharze, die in Antelleri von 1 bis 10 Ge­
wichtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewlcht von Bindemittel und lichtempfindlicher Verblndung, zu­
gesetzt werden kC>nnen. Die Weichmacherzusl.tze verbessem die Beschlchtungseigenschaften des 
Gemischs und erm6glichen das Auftragen In einer glatten und gleichmABig dicken Schicht auf den 
Schichttrl.ger. 

Geeignete Haftvermittler sind zum Belspiel IH3,4-Epoxycyclohexyl)-ethyltrlmethoxysilan, p-Methyldi­
silanrnethylrnethacrylat, Vlnyltrichlorsllan und ~AmlnopropyltriethoxysllalT In elnem Antell bis zu 4 Ge­
wichtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewicht von Bindemittel und lichtempfindlicher Verbindung. -

Als Entwicklungsbeschleunlger kannen beispielsweise PikrinsAure, Nicotinsl.ure oder Nitrozimtsl.ure 
in einem Anteil bis zu 20 Gewichtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewicht von Bindemittel und lichtemp­
findlicher Verbindung, zugegeben werden. Diese Beschleuniger fOhren dazu, daB die L6slichkeit der 
Photoresistschicht sowohl in den belichteten als auch in den unbelichteten Bereichen zunimmt, und sie 
warden deshalb bei solchen Anwendungen eingesetzt, bei denen es in erster Unie auf die Entwicklungs­
geschwindigkeit ankommt, auch wenn dabei evtl. ein gewisser Grad an Kontrast geopfert wird; denn wlh­
rend die belichteten Bereiche der Photoresistschicht durch den Zusatz von Beschleunigem vom Ent­
wickler schneller gelost werden, bewirken die Entwicklungsbeschleuniger gleichzeitig auch einen gr6Be­
ren Verlust an Photoresistschicht aus den unbelichteten Bereichen. 

Geeignete zusAtzliche L6semittel sind zum Beispiel Xylol, Butylaceat und Ethylenglykolmet~ylet!'ler-
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acetat, die in einem Anteil bis zu 95. ~tsprozent In dem gesamten ~~mittel anwesend sein k6nnen; 
vorzugswelse werden jedoch in deiti Getnisch kelne zusltzlichen L6semltttil \;erwendet. 

Ala nicht-ionische Tenside k6nnen zum Beispiel Nonylphenoxy-poly{ethylenoxy)-ethanol, Octylphe­
noxy(ethylenoxy)-ethanol, und Oinonylphenoxy-poly(ethylenoxy)ethllii&I in einem Anteil bis zu 10 Ge­
wichtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewicht von Bindemittel und llchtempfindlicher Verbindung, ver­
wendet warden. 

Die fertlge Photoresist16sung kam nach einem der in der Photoreslsttechnlk Obllchen Verfahren, wle 
Tauchen, SprOhen und Aufschleudem, auf elnen TrAger aufgebracht werden. FOr das Aufschleudem 
kann zum Beispiel der Prozentantell an Feststotten In der Reslstl6sung so elngestellt werden, daB slch 
In Abhlnglgkelt von der im EinzeHall verwendeten Aufschleudergeschwlndlgkelt und der tor den Auf­
schleudervorgang angesetzten Zeltspanne elne Beschichtung In der gewOnschten Dicke ern.lbt. Belspie­
le tor geeignete Trlgermateriatien sind: Slliclum, Aluminium oder polymers Harze, Slliclumdioxid, dotier­
tes Slllclumdloxld, Siliclurnnltrld, Tantal, Kupfer, polykrlstallines Silidum (polyslllcon), Keramik und Alumi­
nium/Kupfer-Leglerungen. 

Dementsprechend betrifft die vorliegende Erfindung auch eln strahlungsempfindliches, positiv-arbei· 
tendes Photoresistmaterial aus elnem Schichttrlger und einer darauf beflndllchen Photoreslstbeschich· 
tung, die im wesentlichen aus einem Gemisch von mindestens einem wasserunlOslichen, in wABrig-alkali· 
schen LOsungen IOslichen Novolak· oder Polyvinylphenolharz als Bindemlttel, mlndestens elnem o· 
Chinondiazid als lichtempfindlicher Verbindung und einem Propylenglykolalkyletheracetat enthaltenden 
LOsemlttel besteht, dadurch gekennzeichnet, daB die Beschichtung durch Vortrocknen elnes Gemisches 
hergestellt wurde, das als LOSemittel ein Gemisch aus Propytenglykol(C,-C4)-alkyletheracetat und 
Propylenglykol-(CrC.•)-alkylether enthlh oder daraus besteht. 

Die PhotoresistlOsu~gen eignen sich insbesondere zum Auftragen auf Silicium-Wafer, die eine 
Schicht aus thermisch gezOchtetem Siliciumdioxid tragen, wie sle bet der Herstellung von Mikroprozes­
soren und anderen in der Mikroelektronlk verwendeten Halblelterbauelementen · verwendet warden. 
Ebenso kann auch ein Wafer aus Aluminium mlt einer Alumlniumoxldschlcht elngesetzt warden. Der 
Schlchttrlger kann auch aus verschledenen polymeren Harzen, lnsbesondere aus transparenten Poly­
meren, wie zum Beispiel Polyestem, bestehen. 

Nach dem Auftragen der PhotoresistlOsung auf den Schichttrlger wird der Trlger einer Vortrock­
nung bei etwa 20 bis 11 O •c unterworfen. Dlese WArmebehandlung erfolgt. um die AestlOsemlttelkonzen· 
tration im Photoresist durch Verdampfen zu verringem unc:I zu steuem, ohne daB es dabei zu einer 
merkllchen thermischen Zersetzung der llchtempflndlichen Verbindung kommt. Es wird Im allgemefnen an· 
gestrebt, den Gehalt an L6semltteln auf ein Minimum zu senken, unc:I dlese erste Wlrmebehandlung wird 
daher so lange fortgefilhrt, bis die L.Osemittel im wesentlichen verdampft slnd und eine dOnne Schlcht 
aus Photoresistgemlsch, deren Dicke etwa 1 pm betrlgt, auf dem Schlchtlrlger zurOckbleibt Bevorzugt 
liegt die Temperatur bei dieser Behandlung zwischen etwa 50 und 105 -C, lnsbesondere zwischen etwa 80 
und 1 os•c. Dieser Behandlungsschntt ist dann beendet, wenn sich der L.Osemlttelanteil nlcht mehr nen­
nenswert verringert. Die Wahl der jeweiligen Temperatur und Zeltdauer hlngt von den vom Anwender 
gewOnschten Resisteigenschaften, der verwendeten AusrOstung und den 6konomisch erwOnschten Be­
schichtungszeiten ab. Bei einer Behandlung mit Hilfe von Heizplatten, sogenannten "Hot Plates", ist ei­
ne Dauer von bis zu 3 Minuten, bevorzugt bis zu 1 Minute, wirtschaftlich sini'lvoll. Beispielsweise kann 
die Vortrocknung innerhalb von 30 Sekunden bei 90 "C durchgefQhrt warden. In einem Umluftschrank 
betrlgt die Dauer des Verdunstungsvorgangs zwischen 15 Minuten und 60 Minuten oder mehr. Die auf­
gebrachte Schicht verliert wlhrend der Vortrocknung ihre Klebrigkeit, und lhr Aestl6semittelgehalt wird 
wlhrend dieses Behandlungsschritts erfindungsgemAB auf 1 bis 30 C:iewlchtsprozent, bevorzugt auf 5 
bis 20 Gewichtsprozent, insbesondere auf 8 bis 12 Gewichtsprozent, jewells bezogen auf das Trocken-
gewicht der Schicht eingestellt. · 

Der beschichtete Trlger wird anschlieBend in bekannter Weise mi .. els aktinischer Strahlung, lnsbe­
sondere UV-Strahlung, durch geeignete Masken, Negative, Schablonen, usw. blldmlBig belichtet. 

Als nlchstes werden die mlt dem Photoresistgemisch beschichteten unc:I belichteten Schlchttrlger in 
eine wABrigalkalische Entwicklerl6sung getauchl Die L6sung wird vorzugsweise stark bewegt. Vl(as zum 
Beispiel durch Durchblasen von Stickstoff erfolgen kann. Als Entwickler slnd belspielswelse wABrige 
Alkali-, Ammonium· oder Tetramelhylammoniumhydroxldl6sungen geelgnet, doch kann auch jeder andere 
bekannte geeignete Entwlclder verwenc:let warden. Die Trlger blelben im Entwicklerbad, bis die Photore­
slstschlcht an den belichteten Stellen ganz oder wenigstens fast ganz abgelOst 1st. 

Nach dem Herausnehmen der beschlchteten Wafer aus der EntwicklerlOsung kann eine WArmenach­
behandlung bzw. Einbrennbehandlung durchgefOhrt warden, um die Haftung und die chemische Bestan­
digkeit der Schicht gegen AtzlOsungen unc:I andere Substanzen zu erh6hen. Die Warmebehandlung nach 
dem Entwickeln kann aus einer Ofenhlrtung von Schicht und Trlger unterhalb des Erweichungspunktes 
der Schicht bestehen. Sie wird beispielsweise bei Temperaturen von 95 bis 160 •c, bevorzugt von 95 bis 
150 °c. insbesondere von 112 bis 120 °C, durchgefOhrt. Diese Warmebehandlung kann ebenfalls mit ei­
nem Heizplattensystem durchgefOhrt werden; ihre Dauer liegt dann zwischen etwa 10 Sekunden. und der 
tor die Vemetzung des f1arzes nOtig~n Zeitspanne. In der Regel sind dies etwa 10 bis 90 Sekunden, be­
vorzugt etwa 30 bis 90 Sekunden, insbesondere 15 bis 45 Sekunden. Die Behandlung kann die Dauer 
von 90 Sekunden auch Oberschreiten, doch fOhrt dies im allgemeinen nicht zu einer weiteren Verbesse· 
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. rung des Era.1ssea. Im T~ dauart dleser Behandl~rltt langer. Die b8n0tlgte Zeit hlngt van der jewelllgen genau8n SdUchtzuaammensetzung und deni Viffnndeten Schlchttrlger .,, FOr lndualrielle Anwendungen, inlbesondere bel der HersteluflA von Halblelterbauelementen auf Sl­Uclumtrlgem mlt elner Sillclumdloxldschlcht k&lnen die entwlckelten Trlger mlt elner ~n Atzlo­aung .auf der Baals von Ru881ure oder mit Gasplasma behandelt warden. Die erfindungsgemlben Photo­llnd gegen derartige Atzlosungen auf SlurebaSls und gegen Ptasmaltzen resistant und elnan wfrbamen Schutz . der unbellchteten, mlt dam PhotoreslstgemJsch beschlchteten del Schlchtlrlgera. . In den =n Bellplel_.. W8lden dfe Verfahran zur Heratafturlg und Anwendung. von erfindungsge­mlBen G elngehend erllutert. Dleee Belsplele BOiien jedoCh die Erflndung In kelner Wels8 In lh­rem Umfang beschrlnken, und ale BOiien nlcht dahlngehend ausgelegt W8f'den, da8 ale Bedfngu!it)en, Pa­rameter oder andere Werte angeben, die zur praktlschen AusfOhrung der Erfindung ausschlle811ch an­zuwenden llnd. 
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Aue den folgenden Bestandtellen wurden Reslstansltze hergestellt: 23,8 % hsurtigel Bindemittel (C"'80l/Fonnaldehyd-Novollk): 7,0 % llchtempftncliche Verblndung (KOndensationsprodukt aus 1,2·Dlazonaphthochlnon-S-sulfonylchlo- · rid und 2,3,4-Trlhydroxybenzop; und 
69,2 % l.Osemlttelgenisch (PGMEIPGMEA-Gemlsche In den In der nachstehenden Tabelle angegebenen Mlachu.verh_lllnluen). . . . Dal AblOrpllOnr-.rmOgen der Photoreslits betrug In allen FUen 1,33 :1: 0,031/gecm. Durch entsprechende Efnstellung der Aufschleudergeachwindfgkeft wurden die Gemische so aufge­tragen, daB nach elner Vor1r0Cknung Im Umluftschrank bel 80 -C wlhrend 30 Mlnuten elne. Schlchtdlcke von 2,0 ,m erhal'8n wurde. Die Schlchtdlcke wuRle mlt elneni Rudolph-Schlchtdlckenme8gerlt ermlttelt. Uchtempftndllch und Kontrutwerte wurden mlttels Laserlnterfaromtrle bestlmmt. und die erhaltenen Me8werte wurden elner Unearen Regression unterzogen, wobai die Ragresslonskurve durch 8 MeB­punkte gefOhrt wurde. 

Die Entwlcldung erfolgte In den FAiien mlt •AZ. Photoreslat. Develope,., Herat. American Hoechst Corp., Somerville, NJ. USA. der mlt Waaser Im Verhlltnfa 1:1 verdonnt ~'Urda. Die Bellplele zelgen. daB mil den PGME/PGMEA-Gemillchen Photorellats hergestellt warden kOn­nen, die elne deutlich veninglrta Geruthsbells1igung mit aich brlngen, wlhrend ale In bezua auf Ucht· ernpflndllchkalt und Kontraatwerte Photoreslsts entsprechen, zu deren Heratellung nur ein elnziges ~ 181T11ttel, nlmllch PGMEA. verwendet wurde. 
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TAB ELLE 

5 
Verhllltnis Harz Schichtdicke (/USD.) Kontrast Verlnderung 
PGME:PGMEA Auf achleuder- der Licheemf-

~eschwindigkeit lichkeit. (1 S 
_10 U/min) · 

V' 
A. ~: 1 Novol&k 2.073 6000 3,5 + 3,9 

9: 1 Novolak 2,073 6000 3,5 - 3,0 
15 

·a. 1 : 1 Novolak 2,067 5000 3,5 + 1 ,3 
1 : 1 Novolak .2,095 5000 3,5 - 4,5 

20 c. 1:9 Novolak 1,999 4250 2.~ + 8,2 
1:9 Novolak 2,062 4250 2,9 + 1,5 

'~· D. 0: 1 Nonolak 2,055 3750 3~7 

·25 

(1) vergleichsresiat: LOsemittel .PGMEA 
30 

L LEBeispiel ~ LEvergleichsresist 
1001 E • . • 

: LEvergleichsresist 
35 ------.. ---.-
40 

Patentanapl'Oche IOr die Vertragastaaten: DE, FR, GB, fT, NL und AT 

1. Strahlungsernpflnclllches posltiv-erbeitendes Gemisch, das Im wesentlichen aus mindestens elnem 
waaserunl6sllc:hen, In wlBrig-alkallschen L6sungen 16slichen Novolak· oder Polyvinylph&nolharz als 

\._,.! Blndemlttel. mindeitens elnem o-chlnondiazid als lichtempfindlicher Verblndung und elnem Propylengly­
kolalkyletheracetat enthaltendem l.6semittel besteht. dadurch gekennzeichnet, daB das L6semittel 8ln 

.45 Gemisch aus Propylenglylcol-(C...C4)alkyletherac:etai und Propylenglykol-(Ct-C.t)-alkylether · In einem 
Miachungsverhlltnls zwischen 10:1 und 1 :10 enthllt oder daraus bestehL 

2. Strahlungsempflndlches Gemlsch nach Anspruch 1. dadurch gekennzelchnet, daB das L6semittel 
eln Gemlsch aus Propylenglykolmethyleteracetat. und Propylenglykolmethylether enthllt oder .daraus 
·besteht. . . . . 

50 3. StrahlungsempfindRches Gemlsch nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, da8 das L6semlttel 
ein Gemlsch aus Propylenglylcolatat und Propylenglykolalkyle1her in einer Menge von etwa 
5 bis 100 Gewichtsprozent. bezogen aut das L6semittel, enNlt. . 

. 4. Strahlungsempftndllches Gemisch nach Anspruch. 1, dadurch gekennzeic:hnet. daB . Propylengly- . · 

55 
kolalkylethersacetat und Propylenglykolalkylether In· elnem. Mischungsverhlhnls von etWa 1 : 1 G• 
wichtstetlen vorhanden slnd. ·. · . · . · , 

5. StrahlungsernpflndlicheS, posltiY-arbeitendes Photoreslsimateria aus elnem Schlchttrlger und el­
ner darauf befindliC.hen Photoreslstbesclchtung, die im wesentlichen aus .elnem Gemisch von miflde., 
stens elneni wasserunl6sl~ In wABrig-alkallschen LOsungen · l6sllchen Novolak· oder Polyvinylphe­
nolharz aJ$ Bindemittel, mlnd8$tens einem o-Chinoncfaazid als lichtempfihdlicher Verbindung und einem 

60 Propylenglykolalkyletheracetat enthaltendem LOsemittel besteht. dadurCh geker:inzelchnet. daB die Be-
. schfchtung durch Vortrocknen eines Gemisches hergestellt wurde, dessen L6semittel ein Gemisch aus 
Propylenglykol(C,·C.a)-alkyletheracetat und Propylenglykol-(C,..C4)-alkyle1her in einem Mischungs­
verhlltnis zwischen 10:1 und 1 :10 enthAlt oder daraus besteht 

. 65 

..... . .. " 

..... \~ . ·.'·~· .. , h:',~;. ;. .'.!:-;~: :~,::· ~ : 
·~Ji~. :: \. i~:: ... 

: '1··· 

.. · ... :·~: 



5 

10 

15 

' 20 :;i 

- ' '"' ~·ry;' 

25 

30 

35 

40 

60 

. 65 

r 

EP 0 220 645 81 

TABELLE 

Verhl.ltnia Harz Schichtdicke (/um) Kontraat 
PGME:PGMEA Auf achleuder-

geschwindigkeit 
(U/min) 

A. 9: 1 Novolak 2,073 6000 
9:1 Novolak 2,073 6000 

·B. 1 : 1 Novolak 2,067 5000 
1 : 1 Novolak 2,095 5000 

c. 1:9 Novolak 1,999 4250 
1 : 9 Novolak 2,062 4250 

D. 0: 1 Nouolak 2,055 3750 

(1) Vergleichsresist: LOsemtttel .PGMEA 

LE • LEB~ispie.l .- LEvergleichsresist • 

: LEvergleichsresist 
................... ~ .. 

3,5 
3,5 

3,S 
3,5 

2.~ 
2,9 

3~7 

.. 

1·oox 

PatentansprQche fOr die Vertragsstaaten: DE, FR, GB, rT, NL und AT 

/~II~ IUI~ 11{1 I~ H fl! 

VerAnderung 
der Lichtem)- · 
lichkei t. ( 1 I 

+ 3,9 
- 3,0 

+ 1,3 
- 4,5 

+ 8,2 
+ 1,5 

1. Strahlungsempfindllches positiv-arbeitendes Gemisch, das Im wesentlichen aus mindestens einem 
wasserunl6slichen. In wlBrig-alkalischen L6sungen l6slichen Novolak- oder Polyvinylphenolharz als 
Blndemlttel. mindestens elnem o-Chinondiazid als lichtempfindlicher Verblndung und einem Propylengly­
koJalkyletheracetat enthaltandem l.6semittel besteht. dadun:h gekennzeichnet. daB das l6semittel eln 
Gemlsch aus Propylenglykol-(C.-C..)alkyletheracetat und Propytenglykol-(Ct-C4)-alkylether · In elnem 
Mischungsverhlltnls zwischen 10:1 und 1 :10 enthllt oder daraus bestehL 

2. Strahlungsempflndlic:hea Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB das l.6semittel 
ein Gemlsch aus Propylenglykolmethyletheracetat. und PropylenglykoJmethylether enthAJt oder .daraus 
·besteht. · 

3. Strahlungsempfindllchea Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das L6semittel 
ein Gemlsch aus Propylenglykolalkyletheracetat und Propylenglykolalkylether in einer Menge von etwa 
5 bis 100 Gewichtsprozent, bezogen auf das LOsemittel. enthllt. . 

4. Strahlungsempftnclllches Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet. daB Propylengly- . 
kolalkylethersacetat und Propylenglykolalkylether In elnem Mischungsverhlltnis von etwa 1 : 1 Ge­
wichtstellen vorhanden slnd. . . . . 

5. Strahlungsempfindliches. positiv-arbeitendes Photoresistmaterial aus einem Schichttrlger und ei­
ner darauf befindlichen Photoresistbeschichtung, die im wesentlichen aus einem Gemisch von minde-. 
stens einem wasserunl6slichen, In wlBrig-alkalischen L6sungen 16slichen Novolak- oder Polyvinylphe­
nolharz als Bindemittel, mlnde$tens einem o-Chinondiazid als llchternpfihdlicher Verbindung und einem 
Propylenglykolalkyletheracetat enthaltendem LOsemittel besteht, dadurch gekennzeichnet, daB die Be­
schichtung durch Vortrocknen eines Gemisches hergestellt wurde, dessen L6semittel ein Gemlsch aus 
Propylenglykol(C,-C.c}-alkyletheracetat und Propylenglykol-(Cr-C.c)-alkylether in einem Mischungs­
verhlltnis zwischen 10:1 und 1 :10 enthAlt oder daraus bestehL 
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PatentenaprOche fOr die Y•bapllUten: CH, U 

1. Strahlungsernpfindllc positlv-arbeltendas Gemisch, du Im Wesentllchen aus mlndestens elnem 
wasaerunl6slichen, In wl8rlg-allcalischen l.Osungen l6allchen Novolak· oder Polyvlnylphenolharz als 

5 Blndemlttel, mlndestens einern o-Chlnondlazld als llchtempftndllcher Verblndung und elnem Propylengly­
kolalkyletheracetat enthaltendem L6semlttel besteht. dadurch gekennzelchnet, daB d88 l.6semlttel eln 
Gemlsch aus Propylenglykol-(Ct-04)-alkyletheracetat und Propylenglykol-(C,-0..)-alkylett'ter enthllt 
oder daraus besteht. · · 

2. Strahlungsempflndliches Gemlsch nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daB d88 L6semlttel 
10 eln Gamlsch aus Propylanglylcolmathylatttaracetat und Propylanglykolmathyl•thar anthllt oder daraus 

besteht. 
3. Strahlungsempftndlchas Gemlsch nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnat, doB das L6semlttel 

aln Gemlsch aua Propylenglylcolalkylatharacetat und Propylanglykolalkylether In elnar Menge von etwa 
5 bis 100 Gewlchtsprozent bezogen auf d88 L6semlttel, enthllt. · . 

15 4. Strahlungaempflncllc:M GamllCh nach Anspruch 1, dadurch gekennzalchnat. daB Propylengly-
kolalkyletheracetat und Propylanglykolalkylether In elnam Mlschungsverhlltnls von etwa 1 : 1. Gewlchts-
tellan vorhanden Bind. · 

5. Strahlungsemptlndllches, posltlv-arbeitendes Photoraslstmaterlal aus elnem Schlchttrlger und el· 
ner daniuf beftndllchen !'hotoresistbeschlchtung, die Im wesen111chen aus elnem Gemlsch von mlnde-

20 stens einem wasserun1681ichen, In wABrlg-alkallschen l.Osungan 16sllchen Novolak· oder Polyvinylphe­
nolharz als Blndemlttel, mlndestens elnam. o-Chlnondlazld als llchtempfindllcher Varblndung und elnem 
Propylenglykotalkyletheracetat enthaltendem L6semittel besteht, dadurch gekennzelchnet, daB die Be­
schlchtung durch Vortroc::knen elnes Gemisches hergastellt ·wurde, dessen L6semlttel eln Ger11lsch aus 
Propylenglykot-(C,-C4)-alkyletheracetat und Propylenglykol-(Ct·C•)-alkylether enthllt oder daraus 

25 besteht. . 
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Clalma for the contracting states: DE, FR, GB, IT, N.L, AT 

1. Radiation-sensitive positive-working mixture which Is composed essentially of at least one waterin­
soluble novolak resin or polyvinylphenol resin which is soluble In aqueous alkaline solutions. as binder, 
at least one o-qulnona dlazide as photosensitive compound and a solvent containing propylene glycol 
alkyl ether acetate, characterized In that the solvent contains a mixture of propylene glycol (Cr-C•)alkyl 
ether acetate and propylene glycol (C,...C..)alkyl ether In a mixing ratio of between 10:1and1:10 or Is com­
posed thereof. 

2. Radiation-sensitive mixture .according to Claim 1, characterized In that the solvent contains a mix­
ture of propylene glycol methyl ether acetate and propylene g~ methyl ether or Is composed thereof. 

3. Radiation-sensitive mixture according to Claim 1. characte"rized In that the solvent contains a mix­
ture of propylene glycol alkyl ether acetate and propylene glycol alkyl ether In an amount of about 5 to 
100% by weight. based on the solvent. 

4. Radiation-sensitive mixture according to Claim 1 .. characterized In that propylene glyc:OI alkyl ether 
acetate and propylene glycol alkyl ether are present in a mixing ratio of about 1 :1 parts by weight. 

5. Radiation-sensitive positive-working photoresist material composed of a film base and a photore­
slst coating situated thenK>n which. is composed essentially of a mixture of at least one water-Insoluble 
novolak resin or polyvinylphenot resin, which Is soluble In aqueous alkaline solutions, as binder, at least 
one o-qulnone dlazide as photosensitive compound and a solvent containing propylene glycol alkyl ether 
acetate, characterized In that the coating has been prepared by predrying a mixture the solvent of which 
contains a mixture of propylene mixture, the solvent of which contains glycol (C.-C•)alkyl ether acetate 
and propYlene glycol (C,...C.)alkyl ether in a mixing ratio of between 10:1 and 1 :1 O or is composed thereof. 

. . . 

Clalma for the contraCtlng states:. CH, LI 

1. Radiation-sensitive positive-working mixture which is composed essentially of at least one W&terin­
soluble novolak resin or ~inylphenol resin which Is soluble lri aqueous alkaline solutions; as binder, 
at least one o-qulnone dlizide as ph~nsltive compound and a salvent containing propylene glycol 
alkyl ether acetate. characterized In that the solvent contains a. mixture of propylene glycol (Cr-C,)alkyl 
tt~er acetate and propylene glycol (C.-C.)alkyl ether or Is C)Omposed thereof. . 

2. Radiation-sensitive mixture according to Claim 1, characterized In that the solvent contains a mix­
ture of propylene glycol.methyl ether acetate and propylene glycol methyl ether or is composed thereof. 

3. Radiation-sensitive- mixture according to Claim 1, characterized in that the solvent containa a mix­
ture of -propylene glycot alkyl ether acetate and propylene glycol alkyJ ether in an amount of abdut 5 to 
100% by weight, based on the solvent · 

4~ Radiation-sensitive mixture according. to Claim 1, characterized in that propylene glycol alkyl ether 
acetate and propylene glycol alkyl ether are present in a mixing ratio of about 1 :1 parts by weight. . 

5. Radiation-sensitive positive-working photoresist material ·composed rf a film base and a. photore­
sist coating situated thereon which is composed es5entially _of a mixture of at lea.st one .water-insoluble 

:;:~.:~:·}. ···;.:_:· .;,. 
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novolak resin or polyvinylphenol resin. which ia soluble In aqueous alk£11n•.sotutlons, as· binder. at least 
one o-qulnone dlazlde as photoHnSIWe compound and a solvent contali\lf\O propylene glycol alkyl ether 
acetate, characterized in that the coating has been prepared by predrying a mixture. the solvent of 
which contains a mixture of propylene glyQol (Cr-C,)alkyl ether acetate and propylene glycol (Ct-

5 C.)alkyl ether or ia composed thereof. 
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Revendlcatlon• pour ... Elate Contractanta: DE. FR. GB, rr. NL, AT 

1. Composhion •enalble aux radiations, bavalllant en positif, essentlellement constltu8e d'au molns, en 
tant qua Hant, une r6sine Novolaque ou polyvinylph6noUque Insoluble dans l'eau. soluble dans des solu­
tions aqueuses-alcallnes, d'au moins un o-quinonediazlde en tant que compos6 photosensible, et d'un 
solvant contenant un dtate d•6ther alkyllque de propyl6neglycol, caract6ris'8 en ce que le solvant 
contlent ou consiste en un rn61ange d'dtate d'6the~ ·a1kytique en Cr-C<& de propyltneglycol et d"6ther 
alkyllque en c,..c, de propylMeglyc:ol, en~ rapport de iMlange compris entre 10:1ei1:10. 

2. Composition sensible aux radiations salon la revendication 1, caract6ris6e en ce que le solvant con­
tient ou consiste en un m61ange d'ac6tate d'6ther iMthyllque de propyltneglycol et d'6ther m6thylique de 
propyl6neglyQol. 

3. Composition sensible aux radiations selon la revendication 1, caract6ris6e en ce que le solvant con- · 
tlent un m61ange d'ac6tate d'ether alkylique de propyltneglycol et d'6ther alkyllque de propyl6neglycol-en 
une quantlt6 d'envlron 5 A 100% en poids, par rapport au solvant. 

4. Composition sensible aux radiations selon la revendlcation 1, caracteris6e en c:e que l'ac6tate 
d'6ther alkyllque de propyltneglycol et 1'6ther alkylique de propyllmeglycol sont pr6sents en un rapport 
de m61ange d'envlron .. ~1 parties en poids. . ·· . 

5. Mat6riau de photoreslst sensible aux radiations, travalll~t en· positif, compos6 d'un support de 
couct:te et d'un revttement de photoreslst se trouvant sur celui-cl, essentiellement constitu6 d'un m61an- . 
ge d'au molns, en tant qua lant. une lisine Novolaque ou polyvinylphenolique insoluble dans l'eau. solu­
ble dans des solutions aqueusesalcallnes, d'au mains un o-quinonediazide en tant qua compou photo­
senslble, et d'un solvant contenant un ac6tate d'6ther alkylique de propyleneglycol, caract6ris6 en ca 
que le revttement a 6t6 prodult par pr6-s6chage d'une composltiof) qui, en tant qua solvant, contlent ou 
conslste en un m61ange d'ac6tate d'6ther alkylique en Cr-C4 de propyleneglycol et d'ether alkyllque en 
Cr-C<& de propyteneglycol, en un rapport de m61ange compris entre 10:1 et 1 :10. 

Revendlcatlona pour lea ·Etata Contractants: CH, LI 

1. Composition sensible aux radiations, travaillant en posltif, e$S8ntlellement constitu6e d'au molns. en 
tant que Hant, une r6slne Novolaque ou polyvinylphenolique insoluble dans l'eau, soluble dans des solu­
tions aqueuses-alcallnes, d'au moins un o-quinonediazide en tant que compose photosenslble, et d'un 
solvant contenant un dtate d'6ther alkyHque de propyltneglycol, caracterisee en ce que le solvant 
contlent ou consiste en un m61ange d'a~tate d'ether alkylique en Cr-C4 de propyleneglycol et d'ether 
alkylique en c,..c, de propyltneglycol. 

2. Composition sensible aux radiations salon la revendlcation 1, caract6ris6e en ce qua le solvant con­
tient ou consiste en un m61ange d'ac6tate d'6ther rnethylique de propyleneglycol et d'ether m6thylique de 
propyleneglycol. · . 

3. Composition sensible aux radiations salon la revendication 1, caracteris6e en ce que le solvant con­
tient un melange d'ac6tate d'6ther alkylique de propyleneglycoJ et cf ether alkylique de propyl&neglycol en· 
une quantile d'envlron 5 • 100% en polds, par rapport au solvant. 

4. Composition sensible aux radiations salon la revendication 1, .caracte~ en ca qua l'ac6tate 
d'6ther alkylique de propyltneglycol et l'ettaer alkylique de propyleneglycol sont presents en un rapport 
de m61ange d'environ 1 :1 parties en poids. . 

5. Mat6riau de photoreslst sensible aux radiations, travaillant en positif, compos6 d'un support de 
couche et d'un rev6tement de photoresist se trouvant sur celui-ci, essentiellement constitu6 d'un m61an­
ge d'au ·moins, en tant que _Hant, une r6sine Novolaque ou polyvlnylphtinolique insoluble dans l'eau, solu­
ble dans des solut1011s aqueusesalcalines, d'au moins un o-qulnonecfiazide en tant qua compose photo­
senslble, et d'un solvant contenant un acetate d'ether alkylique de propyleneglycol,. caract6ris6 en ce 
que le revttement a et6 produit par pr6-s6chage d'une· composition qui, en tant que SC>lvant, contient .ou 
consiste en un melange d'ac6tate d'6ther alkylique en Ct-C4 de propyl4\neglycol et d'6ther alkylique en 
c,..c, de propyltneglycol. 
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